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ZADANI:

1) Zméfte zavislost fotoodporu na osvétleni

2) Zméite napéti fotodiody na prazdno v zavislosti na osvétleni

3) Zmérte VA charakteristiku fotodiody
SCHEMA ZAPOJENI:

Schéma pro méreni odporu fotorezistoru

Schéma pro méfeni napéti na fotodiodé naprazdno
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Schéma pro méfeni VA charakteristiky fotodiody
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ROZBOR:

Jak fotorezistor tak fotodioda jsou soucastky citlivé na svétlo. Obé jsou pouzivany pro detekci intenzity
svétla, se kterou méni sviij odpor.

Fotorezistor je elektricka soucastka, jejiz odpor klesa se zvysujici se intenzitou svétla. Soucastka je

vyrobena z polovodicové vrstvy citlivé na svétlo. PolovodiCova vrstva ma ve tmé velky odpor. Dopadajici
svétlo doda této polovodicové vrstvé energii potfebnou k priichodu elektronli pres prechod a tim se snizi

odpor.
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Schématicka znacka a zavislost odporu (R)
na intenzité osvétleni (E)

Fotodioda je obycCejny PN prechod, jaky najdeme u normalni diody. Jedinym rozdilem je, Ze na tento
prechod mize dopadat svétlo, takze dochazi k fotoelektrickému jevu. Fotodiody mohou byt pouZivany jak v
propustném, tak v zavérném sméru. V propustném dopadajici svétlo zplsobi vznik napéti na diodé, které je
mozné méfit. Tomuto jevu se fika fotovoltaicky jev, ktery je zakladem solarnich ¢lankd pro vyrobu elektrické
energie. V zavérném sméru ma dioda velky odpor, ten se ale s dopadajicim svétlem zmensuje. Proto
mlzeme diodu pouzit také jako detektor svétla podobné jako fotorezistor. Obvody s diodou pouZivanou v
zavérném smeéru byvaji citlivéjsi na svétlo nez ty v propustném.

VA charakteristika fotodiody v zavérném sméru
v zavislosti na osvétleni, schématicka znacka

POSTUP:

Zavislost fotoodporu na osvétleni
Zapojime obvod podle schématu. Postupné nastavujeme intenzitu svétla od 800Ix po 50Ix s krokem 50Ix,

odecitame napéti a proud a dopocitame odpor.

Napéti na fotodiodé naprazdno
K diodé pfipojime voltmetr podle schématu. Postupné nastavujeme intenzitu svétla od 800Ix po 50Ix s
krokem 50Ix a odecitdme napéti na voltmetru.

Méreni VA charakteristiky fotodiody

Zapojime obvod podle schématu. Na pripravku nastavime intenzitu svétla na 600Ix a zméfime postupné
hodnoty tak, Ze vzdy nastavime U a odeCteme I. Po zméFeni vSech 10ti hodnot zménime intenzitu svétla na
400Ix a méreni opakujeme. To samé pro 200Ix.



TABULKY NAMERENYCH A VYPOCITANYCH HODNOT

Zavislost fotoodporu na osvétleni

Napéti na fotodiodé naprazdno

t = 20°C t = 20°C

E Ux I Rx E V)

Ix Vv mA kQ Ix Vv
800 4,56 10,2 0,45 800 0,349
750 4,47 10,0 0,45 750 0,340
700 4,48 9,8 0,46 700 0,335
650 4,50 9,4 0,48 650 0,333
600 4,49 9,0 0,50 600 0,327
550 4,51 8,6 0,52 550 0,322
500 4,50 8,4 0,54 500 0,320
450 4,51 8,0 0,56 450 0,315
400 4,55 8,0 0,57 400 0,312
350 4,57 7,8 0,59 350 0,306
300 4,59 7,2 0,64 300 0,300
250 4,63 6,6 0,70 250 0,293
200 4,20 6,4 0,66 200 0,282
150 4,72 5,2 0,91 150 0,257
100 4,78 4,2 1,14 100 0,240
50 4,84 3,2 1,51 50 0,215

VA charakteristika fotodiody
t = 20°C
600Ix 400Ix 200Ix

U; Io Up U; Io Upb U; Io Up

\'} mA \") v mA \'} \'} mA \'}

1 0,06 0,330 1 0,08 0,34 1 0,06 0,33
2 0,15 0,388 2 0,16 0,39 2 0,18 0,38
3 0,26 0,430 3 0,26 0,44 3 0,27 0,42
4 0,36 0,451 4 0,35 0,45 4 0,37 0,45
5 0,47 0,473 5 0,46 0,47 5 0,47 0,43
6 0,56 0,489 6 0,55 0,48 6 0,57 0,45
7 0,64 0,500 7 0,64 0,50 7 0,68 0,46
8 0,76 0,514 8 0,75 0,51 8 0,78 0,51
9 0,87 0,524 9 0,84 0,52 9 0,88 0,52
10 0,98 0,530 10 0,96 0,53 10 0,98 0,53
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Napéti na fotodiodé naprazdno
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ZAVER:

Mérenim jsme ovérili, Ze teoretické predpoklady skutecné plati. Odpor fotorezistoru se s intenzitou svétla
zmensoval, na diodé naprazdno se ménilo napéti v zavislosti na intenzité, a VA charakteristika se s intenzitou
svétla neménila. V grafu u kiivky 200Ix doslo k mensi chybé pfi méfeni, proto je aproximovana pfimka o
trochu jinde nez zbylé dve.



POUZITE MERICI PRISTROJE A POMUCKY

Oznaceni -

Vyrobce

Oznaceni o o . Rozsah Evidencni Cislo | Poznamka

pomiucka Typ pristroje

\ Voltmetr 60mV - 6V 700-22-225 -

\ Voltmetr 1,2 - 600V 166 -

A Ampérmetr 0,6 — 600mA 365 -
. o JZD MiR

SZ Stabilizovany zdroj BREZOVKY 0-30vV/3A 699-23-321 --

R Regulacni odpor METRA 0 —4000Q / 1,5A --

_. | Regulator sitoveho - 8- 97% 616-23-321 -

napeti
- Méfici trubice - - 303-23-321 -




